OEM: Texas Instruments 2N2639 Data Sheet

Dual-NPN-Silizium-Planar-Transistoren 2N2639 bis 2N2644

Zwel Transistoren in einem Geh&use, geeignet fiir Differentialverstérker
Rauscharme, hochverstérkende Verstérker

Wandler

Klein-Signal Flip-Flops

* Mechanische Daten
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* Absolute Grenzwerte Triode Typen
Kollektor-Basis-Spannung 45V
Kollektor-Emitter-Spannung (Bem. 1) 45V
Emitter-Basis-Spannung 5V
Kollektorstrom 30 mA
Dauerverlustleistung bel (oder unter) 25 °C Umgebungstemperatur (Bem. 2) 03W 08W
Dauerverlustleistung bei (oder unter) 25 °C Gehausetemperatur (Bem, 3) 06W 1.2W
Lagerungstemperatur —65°C bis 4300 °C

Bemerkungen:

1. Dies gilt bei offener Basis.
2. Lineare Reduzierung auf 175 °C Ty mit 2 mW/*C pro Triode.
3. Lineare Reduzierung auf 175 °C Tg mit 4 mW/°C pro Triode.

* JEDEC registriert.
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OEM: Texas Instruments 2N2639 Data Sheet

Elektrische Grenzwerte bei Ty = 25 °C

Charakteristik der Einzeliriode® (Bem. 4)

Parameter Prifbedingungen 2MN2639 2N2842 Ein-
2N2640 2N2643 heit
2M2641 EN2644
min typ max min typ max

Uisryceo Kollektor-Emitiar- lge=10mA, lp=0 45 45 WV

Durchbruchspannung (Bem. 5)
leno Kollektor-Reststrom Ucp =45V, Ig=10 10 10 na,
Ugp=45Y, Ig=10 10 10 ey
Ty = 160°C

leEO Keollektor-Reststrom Ugg=5Y, lma=20 10 10 nd

lgpa Emitter-Reststrom Ugg=5Y, Ilg=10 10 10 na,

h¥e Gleichstromverstarkung Ucg=5Y, lg=10pA 50 300 100 150 300

Upg =5V, lo=10pA4, 10 20 40
Ty = =E5°C
Upg=5V, Ilg=100pA 55 110 170
Ugg=5V, Ilg=1mA 65 130 200
Une Basis-Emitter-Spannung g = 05 mA, lg=10mA 06 076 10 06 07 10 V
Ucggsay HKollektor-Emitter- Ip = 05 mA, lg=10mA 1,0 035 1.0 W
Séttigungsspannung
h1im Kleinsignal-Eingangswiderstand Ucp =5V, Ip=—1mA, 25 255 22 25 P85 32 Q
I:Il 'I iCHI
hiyew Kleinsignal- Upp =5V, Ig=—1mA, 120 600 1200 600
Spannungsrickwirkung f=1kHz X10% x10% x10% x10®

Pz Kieinsignal-Ausgangsleitwert Ugr=5Y, Ig=—1mA, 01 10 01 10 uS

f=1KkHz

hz1e Kleinsignal-Stromverstirkung Ueg =5V, lg=1mA, 65 600 130 250 600

f=1kHz

|hz1e Kleinzsignal-Stromverstirkung Ucg =5V, lg=1mA, 4 1 4 1 dB

f = 20 MHz

Can Leerlauf-Ausgangskapazitét Uep=5Y, Ig=0, 5 8 5 B pF

f=1MHz

Bemerkungen:

4. Die Anschlisse der Triode, die nicht getestet wird, sind offen.
5. ImpulsmaBig gemessen: tp = 300 ws, Tastverhiltnis < 294,
6. Die kleinere Stromverstarkung ist hggi.

* JEDEC registriert.
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OEM: Texas Instruments

2N2639

Data Sheet

Trioden-Paarungsbedingungen*

Parameter Priifbadingungen 2N2630 2N2640 Ein-
2N2642 2N2643 heit
min max min max

hrgl Gleichstrom-Verstarkungsverhéltnis Ugg=5Y, lc=10pA 09 10 08 10

hrez (Bem. 6)

|Upgr — Upgs|  Basis-Emitter-Differenzspannung Uceg =58V, lg =10 pA 5 10 mv

|4 (Upgr — Upkz)| Basis-Emitter-Differenz- U =5V, Ic = 10 uA, 10 0 P

| 4Ty | Spannungsénderung mit d. Temperatur AT = [25 *C — {—55 °C))

u. [125 *C — 25 °C)

Betriebsdaten bei Ty = 25°C

Charakteristik der Einzeltriode® (Bem, 4)

Parameter Prifbedingungen alle Typen Ein-

typ max heit

F Mittlerer Rauschfaktor Ver =5V, g = —10pA, Rg=10kQ 18 4 dB

dguivalente Rauschbandbreite 15,7 kHz
fi = 10 Hz: fg = 10 kHz
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